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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing at least one small opening (10)

c)

d)

in a layer on a substrate (1), in particular a semiconductor substrate. The substrate (1) is provided
on its upper face (2) with at least one pointed recess (6) that has a tip section (4) and lateral walls
(5) and the upper face (2) of the substrate (1) is covered at least in the region of the recess (6)
with a layer (7) consisting of an etchable material. According to the invention, the opening (10) is
produced according to an anisotropic plasma etching method that is adapted to the material of the
layer (7), by the selective opening of said layer (7) starting from the upper face (2). The material,
etching gases and the etching parameters are selected in such a way that a higher etching rate is
achieved in the region of a tip section (9) of the layer (7), which covers the tip section (4) of the
substrate (1) than in the region of the lateral walls (8) of the layer (7), which cover the lateral
walls (5) of the substrate (1). The invention also relates to calibration standards, cantilever beams
and other components produced according to said method.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zur Herstellung wenigstens einer kleinen Off-
nung (10) in einer Schicht auf einem Substrat (1), insbesondere einem Halbleitersubstrat, be-
schrieben. Das Substrat (1) wird auf der Oberseite (2) mit wenigstens einer spitz zulaufenden,
einen Spitzenabschnitt (4) und Seitenwinde (5) aufweisenden Vertiefung (6) versehen, und die
Oberseite (2) des Substrats (1) wird zumindest im Bereich der Vertiefung (6) mit einer Schicht
(7) aus einem #tzbaren Material belegt. Erfindungsgemiss wird die Offnung (10) mittels eines
auf das Material der Schicht (7) abgestimmten, anisotropen Plasma-Atzverfahrens von der Ober-
seite (2) her durch selektives Offnen der Schicht (7) hergestellt, indem das Material, die Atzgase
und die Atzparameter so gewihlt werden, daB sich im Bereich eines dem Spitzenabschnitt (4)
1 des Substrats (1) aufliegenden Spitzenabschnitts (9) der Schicht (7) eine grossere Atzrate als im
Bereich von den Seitenwinden (5) des Substrats (1) aufliegenden Seitenwinden (8) der Schicht
(7) ergibt. Ausserdem werden nach diesem Verfahren hergestellte Kalibrierstandards, Biegebal -
ken und andere Bauelemente beschrieben (Fig. 1).
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